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【はじめに】 SiC 半導体はバンドギャップが広いという特性から、高温・高放射線などの極限環

境でも駆動可能なデバイスとして期待されている。本研究グループでは 4H-SiCによる nMOSFET

の作製を行い、その動作および高温および高ガンマ線照射後での動作を示した[1,2]。本研究では

4H-SiC を用いた nMOSFET による Pseudo-CMOS インバータ[3]を作製し、その動作実験を行っ

たので報告する。 

【実験方法】 4H-SiC (0001) 4°基板上に、3 μmの p 型エピタキシャル層を形成した。不純物は Al 

であり、濃度は 6.0×1017
 cm-3とした。この不純物濃度は、nMOSFET の閾値電圧 VTHを 3.0 V に

するように決定した。酸化膜によるダミーゲートを形成し、S/D 領域に As イオンを 500℃加熱

下で注入し、不純物濃度は 5.0×1019cm-3とした。注入後、カーボン膜をスパッタ法により成膜し、

1800℃で不純物活性化アニールを行った。その後熱酸化膜形成を 1150℃で行った。酸化膜厚は

20 nmである。S/D領域上にコンタクトホールを形成し、Nb/Niの多層膜を形成し、950℃でシリ

サイド化を行った。S/D電極形成後、Alゲート電極を形成し、APCVD で層間絶縁膜を形成した

後、Al電極パッドを形成した。 

【測定結果と考察】 図 1 に(a)作製したデバイスの回路図、(b)試作デバイスの写真、(c)入力電圧

Vinを 0 から 5V まで変化させたときの、出力電圧 Voutの値を示す。Vin= 0V のとき、Vout≒Vdd

となりインバータとしての動作を確認できたが、Vin= 5V のとき、Vout =0とはならなかった。原

因としては、ON 時に nMOSFET に蓄積された電荷が、OFF 時に全て GND へ放電されなかった

ことが挙げられる。SiCによる集積回路を作るには、より高移動度のデバイス技術が求められる。 
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図 1. 4H-SiC nMOSFET による Pseudo-CMOS インバータ(a) 回路図 (b) 写真 (c) スイッチング特性 
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